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1. 緒言 

SiC-MOSFET は Si にかわるパワーデバイスと

して大いに期待されているが、高温動作で新たに

界面トラップや膜中トラップが発生し特性が劣

化することが課題である。しかし、最近逆バイア

スでの回復性も報告されている。[1] 

そこで本研究では,実使用に対応するスイッチ

ング(AC)動作での劣化を実測した。 

2. 研究方法 

市販の SiC-MOSFET を小型恒温槽に入れ、ス

トレス印可、及び、測定を行った。DC-PBTI(劣

化と回復)、AC-PBTI(1kHz,Duty 依存)の 2 通り

を検討した。 

3. 結果と考察 

DC-PBTI において、ゲートにストレスを 35[V]

かけたのちに、リカバリとして𝑉𝑔𝑠＝-10[V]をかけ

たところ、図 1 に示すように 1 秒の時点で大きく

回復し 3000 秒でほぼ初期の位置まで回復した。

これはストレス時にゲート絶縁膜に電子がトラ

ップし、リカバリ時に逆バイアスをかけることで

電子がデトラップしたと考えられる。 

AC-PBTI では Duty 比を変えることで劣化が減

少することが分かり、さらに OFF 時に-5[V]をか

けることで Duty 比 90[%]でも劣化を大きく抑制

できる結果が得られた。(図 2) 

また、電子のトラップ・デトラップによる劣

化・回復を、Si でよく知られた RC 回路の充放電

に対応する等価回路モデル[2][3]で検討した。デ

トラップの時定数𝜏𝑒 ≪トラップ時定数𝜏𝑐である

場合に、𝑉𝑔𝑠(OFF)=-5V の場合の Duty 比依存性が

得られることを確認した。 

 

 

 

4. まとめ 

DC ストレスの劣化後に逆バイアスをかけるこ

とで回復する結果が得られた。 

また、AC ストレス時に OFF 時の Vgs を負にす

ると Duty 比が高くても劣化が大きく抑制される

ことが分かった。これは、デトラップの時定数が

トラップの時定数より短いことで理解できる。 

 
図 1 PBTI ストレス・リカバリ試験 

 
図 2 AC ストレスによる劣化の Duty 依存性  
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